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Из формулы (2) следует, что распределение по энергиям потенци-
альных барьеров (по величинам АЕ) может быть связано с неодно-
родностью поверхности по потенциалу (первый член (E c—F) s) и с рас-
пределением по частотам колебательных мод адсорбированных на не-
однородной поверхности молекул (второй член /шон) • В случае по-
верхности крейния с адсорбированными молекулами воды (на поверх-
ности образца р-'типа --- слой сильной инверсии) неодйородность по-
верхностного потенциала невелика, поэтому, основную роль играет рас-
пределение по Ясо'он- Действительно, цолуширина распределения g (U) 
на рис. 2, в (~0,04 эВ) близка к полуширине полосы О—'И в ИК-спек-
треслабосорбррованных молекул Н2ОД5]. В случае вакуумированной 
поверхности кремния нами регистрировались боле^ «растянутые» по оси 
времени кинетические кривые медленной релаксации, что объясняется 
влиянием неоднороднцсти поверхностного потенциала. k 

В заключение авторы благодарят В. Ф. Киселева за обсуждение 
работы й полезные замечания. , • • 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛДЗМЫ ВЧ-РАЗРЯДА СРЕДНОГО 
ДАВЛЕНИЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А. А. Кузовщиков, А. В. Маляров, В. п} Савинов, В.,Г. Якунин 

. Г (кафедра электроники), . .. 
• . " • . ' ' ' • • • • . . / 

Исследование физических условий в плазме разрядов, создавае-
' мых с помощью сильных быстропеременных . электрических полей, 

весьма актуально. Изучение характеристик сильно неравновесной 
плазмы ВЧ-разряда среднего давления осложняется тем, что функция 
распределения; электронов по энергиям /в(е) может значительно отли-
чаться от максвелловской и содержать группы «медленных» и «быст-
рых» электроцов. Обычно «медленные» электроны составляют основ-
ную массу электронов и определяют процессы переноса в плазме. Как 
известно, в плазме, находящейся в состоянии частичного локального 
термодинамического равновесия (ЧЛТР), заселенность верхних воз-
бужденных уррвней атомов п т определяется эффективной температу-
рой «медленных» электронов Те

м [1]. 
Цель настоящей pa6QTbi состояла в определений Г ^ измерении 

пт и оценке 

атомов,- заселе 
«медленными» 

вклада в концентрацию «медленных» электронов пе" 
обусловленного ионизацией «медленными» электронами возбуждённы^ 

нности верхних' уровней которых находятся в ЧЛ Т Р с 
электронами плазмы ВЧ-разряда в гелии. ВЧ-разряд в 

области радиочастот создавался в трубках диаметром 6 мм с внешни-
ми электродами вдоль всей длины трубки. В плазме этого'разряда в ы -
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н а н я л о с ь 
ний элект 

Темпе 
интенсивы 
для котор 
п>5. Зас 
тенсивнос 
.модифици 

Оценк 
жить вып 
/г>5. Рез; 
режима р 
ным инте 
зано обе 
(4dlD),A 
Здесь. V~ 

условие: //v-Cl, где f и v — частоты ВЧ-поля и" столкнове-
эонов с нейтральными атомами соответственно, 
ратура Те

м определялась с помощью метода относительных 
остей спектральных линий [2], причем выбирались линии, 
ык значение главного квантового числа! верхнего уровня 
эленности п т определялись но измеренным абсолютным ин-
гям линий. Величины рассчитывались с использованием 
рованного уравнения Саха [2] и измеренных п т . 
и показали, что в исследованных условиях можно предполо-

элнение критерия наличия 4J1TP по Гриму [2] для уровней с 
гльтаты измерений представлены в таблице, где для каждого 
азряда приведены 5 значений пт, определенных по абсолют-
яеивностям следующих спектральных линий (в скобках ука-. 

энергетического уровня): 4922 А 
3833 A (\0dlD), 3756 А (14d l D). 

значение исследуемого 
.44 A (6d'Z>), 3926 A {8dlD), 

эффективное значение приложенного ВЧ-напряжения. 

р-10-3, Па ' те. эВ hf- ю-17, м-3 пт 107". м-3 

1100 0,15 20 32,3 5 ,2 1,9 0 ,9 0 ,6 

1,33 1600 0,20 60 65,6 10,0 4 ,3 1,9 1,5 

2000 0,18 70 202,0 28,7 10,1 4 , 5 3 ,3 

1100 0,24 90 \ 3 0 7 , 5 5 ,8 1,4 2 ,4 

2,66 1500 0,18 60 120 2 0 . 13 3 ,6 . 6 ,2 

2000 0,20- 120 280 42 . 20 8 12 
» 

Полученные- низкие значения Те
м \ можно объяснить присутствиехМ 

интенсивных электронных пучков в данном типа ВЧ-разряда, о чем 
сообщалось ранее [3, 4]. Аналогичные! результаты получены в плазме 
разряда^ ка постоянном токе в полом катоде [1]. Для определения пол-
ной концентрации «медленных» электронов необходимо исследовать 
также ионизацию, производимую пучками «быстрых» электродов. 
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